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【背景】型酸化ガリウム(-Ga2O3)はバンドギャップ 4.8 eVの n型半導体であり，次世代パワー

デバイス材料として注目を集めている．そのデバイス研究は，融液成長による大口径単結晶の使

用により加速度的に進展している．これら単結晶基板上での薄膜成長は，これまで主にMBE法に

よって行われてきた．今回我々は PLD法により(2
＿

01)面上にホモエピタキシャル成長を行い，堆積

速度ならびに表面形状の成長温度依存性を詳細に検討したので報告する． 

【実験】基板には-Ga2O3 (2
＿

01)単結晶を用い，ターゲットには Ga2O3セラミック (純度 4N)を用い

た．レーザ強度，周波数，酸素分圧，成長時間をそれぞれ 1 J/cm
2
, 10 Hz, 1 mTorr, 2 hに固定して，

成長温度(Tg)をパラメータとし 700–830Cの範囲で成長させた．成長後，段差測定にて膜厚を求め

成長速度を推定し，AFMにて表面形状を観察した． 

【結果・考察】Tg 上昇とともに著しい膜厚の減少傾向が見られた．これは，蒸気圧の高い Ga2O

などの前駆体の取込率低下を反映していると考えられる．図 1 に成長速度(Rg)，蒸発速度(Revp)，

及び蒸発比率(Revp(Tg) / Rg(RT))の Tg依存性を示す．ここで Revpは，室温でのアモルファス Ga2O3

の堆積速度を Rg(RT)として，Rg(RT) – Rgで定義した．Revpの Tg依存性はアレニウス式に従い，活

性化エネルギーは 0.2 eVであった．図 2に表面形状の Tg依存性を示す．Tg = 700Cでは表面が三

次元的であったが， Tg = 750, 800Cでは原子平坦な表面が得られた． Tgの上昇により付着原子

のマイグレーションまたは蒸発が活性化して，三次元成長が抑制されたと考えられる．なお，表

面エネルギー密度の大きい<010>方向で成長が促進し，同方向に長く伸びた形状が見られた． 

 

 

図 1  蒸発速度，成長速度及び蒸発比率の成長温度

依存性. 

 

図 2  表面形状の成長温度依存性. 
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